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1、供电
S4225M
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说明 

电 
MB 通过 VCC
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由于 IC 的工作

变化等影响工作
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延迟时间 Td(
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正常，可以通过
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动 
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极大的简化，该
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C 脚进行供电

VCC 脚连接

作电流大约为

作电流因素，

K。在应用中，

测电阻 R1 连

极连接的一端。

合或者断开。

波的波形；当输

波消失。为了过

MB 内部设计

on)和判断开

下拉电阻到 GN

的 峰 值 电 压

测电阻的另外一

小于 1mA。

者其他因素的
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400V 开关管
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电，在应用中通

接到电源输出端

0.6mA，考虑

，在设计中必须

如典型应用图

连接到恒流电源

。芯片通过

当输入开关闭

输入开关断开

过滤掉噪声，避

计了判断开关闭

开关断开状态的

ND，电阻 R1

压 大 于 检 测 阈

一端出现负压

CLK 端的信号

的影响，造成切

端加一个滤波电

管，外围应用电

饱和电压为 1

合于输出电流小

如果 LED 灯重

状态，而如果超

MB 将保持上次

225MB 的记忆
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虑到

须留

图中

源电

CLK

闭合

开时，

避免

闭合

的延

1 的

阈 值

压时，

号容

切换

电容

电路

1.2V

小于

重新

超过

次开�

忆时

间 T

5、
S42

即从

瞬间

开灯

位到

的开

持在

A
开

6、
S42

位操

第三

7、
在设

更佳
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2)

3)
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Tst，� S4225

复位方式
225MB 内置

从 CLK 有效方

间）算起 1.2

灯 关灯操作

到第一个状态

开关仍然满足

在第一个状态

>Trs

Sn S
AC
开关

切换

逻辑顺序
225MB 的逻

操作后芯片停

三段（D1 和

S4225M
设计 S4225M

佳的性能：

 VDD 电容尽

 VCC 电容的

电距离尽量

 在 PCB 布局

的问题。

�
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5MB 内部设定

置 1.2 秒(Trs)内

方波信号消失

秒钟内，如果

作，再次开灯时

态(D1 亮)，如

足复位条件，S

态。�

s

Sn+1 Sn+2

换 切换 复

<Trs

图 4  状态复

逻辑顺序是 D

停在 D1 路亮的

D2 路同时亮

B 设计技巧
MB� PCB 板时

尽量紧靠芯片

的地与芯片地

量短；�

局上要尽量考
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定该时间为 6

内两次开关复

失时刻（近似

果 AC 开关完

时 S4225MB

如图 4 所示。如

S4225MB 就

S1 S1

复位 复位

<Trs

>Trs

复位示意图 

D1→D2→D1

的状态，出厂

亮）。�

巧 
时，遵循以下

片 VDD 和 GN

地尽量短，并且

考虑 S4225M
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6.4 秒。�

复位功能，

AC 关断

完成关灯

的状态复

如果后续

就会一直保

S2

切换

s �

1+D2,� 复

厂默认停在

下原则会有

ND 引脚；�

且 VCC 供

MB 的散热
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电路操作注意

在很多地方都会

人员要通过防静

外壳必须接地。

过程中使用的工

采用导体包装或
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下面的预防措施
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不另行通知！
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安全措施，以
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